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Андреев В. В., Васильева Л. А., Пичу- 
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верхностного диэлектрического барь-
ерного разряда 3 43 
Андреев В. В., Матюнин А. Н., Пичу- 
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электронно-оптических систем 2 33 
Крылов В. И., Хомяков В. В. Тормозное 
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ва Р. Ф., Рзаев Р. М. Многофункцио-
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Мансветов Н. Г. Характеристики охла-
ждаемой диафрагмы МФПУ среднего 
инфракрасного диапазона спектра 3 67 
Бочков В. Д., Дражников Б. Н., Кузне-
цов П. А., Козлов К. В., Соляков В. Н. 
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Бочков В. Д., Дражников Б. Н., Кузне-
цов П. А., Козлов К. В., Соляков В. Н.  
Метод исследования параметров ФПУ с 
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Бурлаков И. Д., Денисов И. А., Сизов А. Л., 
Силина А. А., Смирнова Н. А. Исследо-
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Войцеховский А. В., Коханенко А. П., 
Лозовой К. А. Оптимизация ростовых 
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Войцеховский А. В., Несмелов С. Н., 
Дзядух С. М., Васильев В. В., Варавин В. С., 
Дворецкий С. А., Михайлов Н. Н., Кузь-
мин В. Д., Ремесник В. Г., Сидоров Ю. Г. 
Исследование полной проводимости 
МДП-структур на основе варизонного 
МЛЭ n-HgCdTe (x = 0,22—0,23 и 0,31—
0,32) в широком диапазоне температур 4 56 
Войцеховский А. В., Несмелов С. Н., 
Дзядух С. М., Васильев В. В., Варавин В. С., 
Дворецкий С. А., Михайлов Н. Н., Кузь-
мин В. Д., Ремесник В. Г., Сидоров Ю. Г. 
Особенности адмиттанса МДП-структур 
на основе варизонного МЛЭ p-HgCdTe  
(x = 0,22—0,23) 4 62 
Гришечкин М. Б., Денисов И. А., Сили- 
на А. А., Смирнова Н. А., Шматов Н. И. 
Исследование условий выращивания 
монокристаллов Cd1-xZnxTe (х ≤ 0,04) 
методом вертикальной направленной 
кристаллизации по Бриджмену      5 72 
Демидов С. С., Климанов Е. А. Влияние 
параметров границы раздела полупро-
водник-диэлектрик на ток охранного 
кольца кремниевых фотодиодов 4 68 
Демидов С. С., Климанов Е. А., Нури М. А. 
Кремниевый координатный фотодиод с 
улучшенными параметрами 4 73 
Демидов С. С., Климанов У. А., Колес-
никова Т. Г., Смирнов А. А. Влияние 
примесей переходных элементов на 
темновые токи 1 68 
Ильинская Н. Д., Карандашев С. А., Кар-
пухина Н. Г., Лавров А. А., Матвеев Б. А., 
Ременный М. А., Стусь Н. М., Усико- 
ва А. А. Диодные матрицы формата 33 
на основе одиночных гетeроструктур  
р-InAsSbP/n-InAs      6 47 
Кашуба А. С., Головин С. В., Болтарь К. О., 
Пермикина Е. В., Атрашков А. C. Ис-
следование влияния термообработки на 
электрофизические характеристики 
эпитаксиальных слоев гетероструктур 
теллурида кадмия-ртути 4 76 
Кашуба А. С., Пермикина Е. В., Головин С. В. 
Исследование поверхности эпитаксиаль-
ных гетероструктур CdхHg1-хТе после по-
лирующего травления      5 67 
Козлов К. В., Бычковский Я. С., Кондю-
шин И. С., Матвеев А. В., Соляков В. Н., 
Пожидаев Д. А., Балиев Д. Л. Установка 
измерения основных параметров мно-
горядных матричных ФПУ 2 64 
Комков О. С., Фирсов Д. Д., Ковалиши-
на Е. А., Петров А. С. Спектральные 
характеристики поглощения в эпитак-
сиальных структурах на основе InAs 
при температурах 80 К и 300 К 4 93 
Кононов М. Е., Полесский А. В., Хами-
дулллин К. А. Фотоэлектрическая связь 
ультрафиолетового матричного фото-
приемного устройства на основе гете-
роструктур AlGaN 3 71 
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